Додаток Д
Повний технологічний маршрут створення КМДН-структури

1. Підкладка: КДБ – 10 (Nп = 1·1015 см-3) , кристалографічна орієнтація поверхні (100).

2. Окислення: 1000 °С, 30 хв, середовище – О2.

3. Фотолітографія «n-карман».

4. Імплантація: P, E = 80 кеВ, D = 5·1012 см-2.

5. Видалення фоторезисту.

6. Фотолітографія «р-карман».

7. Імплантація: B, E = 80 кеВ, D = 8·1012 см-2.

8 . Видалення фоторезисту.

9. Відпал (розгонка) карманів:

· дифузія: 1200 °С, 30 хв, окислювальне середовище – О2;

· дифузія: 1200 °С, 90 хв, нейтральне середовище – N2.

10. Видалення всього SiO2.

11. Окислення під нітрид кремнію (Si3N4): 950 °С , 30 хв, О2 (приблизно на 30 – 50 нм).

12. Нанесення Si3N4: товщина 150 нм.

13. Фотолітографія «Маска для LOCOS».

14. Анізотропне травлення Si3N4 на всю товщину.

15. Видалення фоторезисту.

16. Фотолітографія «p+-охорона під LOCOS».

17. Імплантація: B , E = 40 кеВ, D = 7·1013 см -2.

18. Видалення фоторезисту.

19. Відпал p-охорони: 1050 °С, 60 хв, нейтральне середовище – N2.

20. Окислення LOCOS: 950 °С , 50 хв, тиск парів 10 атм, температура парів – 100 °С, середовище – Н2О.

21. Видалення Si3N4.

22. Анізотропне травлення оксиду на 0,2 мкм.

23. Окислення: 1000 °С, 30 хв , середовище – О2.

24. Загальне коригування порогової напруги (тотальна підгонка):

· імплантація: B, E = 30 кеВ, D = 1·1012 см -2.

25. Фотолітографія «Підгонка порогової напруги p-МДН-транзистора».

26. Імплантація: B, E = 30 кеВ , D = 0,5·1012 см-2.

27. Видалення оксиду кремнію до кремнію.

28. Окислення під затвор: 900 °С, 30 хв, O2 (товщина 30 – 50 нм).

29. Нанесення n+-полікремнію: Р, товщина 0,3 мкм, концентрація 1021 см-3.

30. Фотолітографія «Затвори».

31. Анізотропне травлення полікремнію на всю товщину до оксиду.

32. Видалення фоторезисту.

33. Фотолітографія «n-LDD».

34. Імплантація: As, E = 60 кеВ, D = 3·1013 см-2.

35. Видалення фоторезисту.

36. Фотолітографія «p-LDD».

37. Імплантація: BF2, E = 50 кеВ, D  = 5·1013 см-2.

38. Видалення фоторезисту.

39. Створення оксидних спейсерів:

· нанесення оксиду товщиною 0,3 мкм;

· анізотропне травлення оксиду на 0,3 мкм.

40. Окислення: 850 °С, 20 хв, середовище – O2.

41. Фотолітографія «n +-стік, витік, контакт до n-кармана».
42. Імплантація: As, E = 60 кеВ, D = 5·1015 см-2.

43. Видалення фоторезисту.

44 . Фотолітографія «p + -стік, витік, контакт до p-кармана (підкладки)».

45 . Імплантація: BF2, E = 50 кеВ, D  = 4·1015 см-2.

46. Видалення фоторезисту.

47. Відпал: 900 °С, 30 хв, O2 .

48 . Нанесення міжшарового діелектрика – оксиду.

49. Фотолітографія «Контактні вікна».

50. Анізотропне травлення оксиду на 0,5 мкм (з запасом).

51. Видалення фоторезисту.

52. Нанесення алюмінію.

53. Фотолітографія «Металізація»:

· n-витік (він же p-підкладка); затвор n-МДНТ; n -стік;

· p-стік; затвор p-МДНТ; p-витік (він же n-карман).

54. Анізотропне травлення алюмінію на всю його товщину.

55. Видалення фоторезисту.

56. Нанесення ізолювального шару.
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